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ABSTRACT 
 
 
 
 
Amongst design challenges in designing Complementary Metal-Oxide-
Semiconductor (CMOS) active inductors are to produce high inductance and high 
tune-ability within an acceptable quality factor in a specific frequency range. The 
need for these design qualities is apparent in Radio Frequency (RF) circuits such as 
filters, Low Noise Amplifiers (LNAs) and Voltage-Controlled Oscillators (VCOs). 
This thesis focuses on the above issues to design tunable active inductor circuits and 
offers a design approach which partially solves some of the design challenges. Three 
active inductor circuits with comparable or better performance in terms of high 
inductance and tune-ability are produced from this research work. These active 
inductors which have been designed using Cadence Spectra based on CMOS 0.18 
µm Silterra process have high tune-ability, high quality factor and wide tuning range. 
Their inductance tune-ability ranges from 5 nH to 500 nH with a frequency range of 
1 GHz to 7 GHz and the quality factor range of 30 to 700. The power dissipation is 
from 1.9 mW to 6.5 mW from a 1.8 V DC power supply. The inductance can be 
tuned by tuning the variable resistance within the active inductor itself. The active 
inductors have been employed in LNA and VCO circuits where their output 
frequency range is changed by tuning the variable resistor. The simulation result for 
the LNA shows a frequency range of 1 GHz to 2.5 GHz with high gain ( ), low 
input return loss ( ), low output return loss ( ) and low noise figure. For the 
VCO, the oscillating frequency ranges from 0.5 GHz to 2.2 GHz with low chip size, 
high  and high output power. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Antara cabaran dalam reka bentuk Pelengkap Semikonduktor-Oksida- Logam 
(CMOS) pengaruh aktif adalah untuk menghasilkan kearuhan dan keboleh talaan 
yang tinggi bagi faktor kualiti yang boleh diterima dalam julat frekuensi yang 
tertentu. Keperluan untuk kualiti reka bentuk ini dapat dilihat jelas dalam litar 
Frekuensi Radio (RF) seperti penapis, Penguat Rendah Bunyi (LNAs) dan Pengayun 
Voltan-Kawalan (VCOs). Tesis ini memberi tumpuan kepada isu-isu di atas dan 
menawarkan  sebahagian penyelesaian  kepada cabaran reka bentuk. Tiga litar 
pengaruh aktif dengan prestasi yang setanding atau lebih baik dari segi kearuhan dan 
talaan yang tinggi dihasilkan dari kerja-kerja penyelidikan ini. Pengaruh aktif ini 
telah direka dengan menggunakan Cadence Spectra berdasarkan proses Silterra 
CMOS 0.18 µm. Pengaruh aktif ini mempunyai keupayaan talaan dan faktor kualiti 
yang tinggi disamping julat talaan yang lebar. Keupayaan talaan kearuhan litar ini 
adalah dari 5 nH hingga 500 nH dengan julat frekuensi dari 1 GHz hingga 7 GHz dan  
faktor kualiti diantara 30-700. Pelesapan kuasa adalah dari 1.9 mW hingga 6.5 mW 
dari bekalan kuasa DC 1.8 V. Kearuhan boleh ditala dengan penalaan rintangan 
boleh ubah dalam pengaruh aktif itu sendiri.  Pengaruh aktif ini telah digunakan 
dalam litar LNA dan VCO di mana julat frekuensi keluaran boleh diubah deang 
penalaan perintang bolehubah. Hasil simulasi menunjukkan keupayaan julat 
frekuensi dari 1 GHz hiagga 2.5 GHz dengan gandaan yang tinggi ( ), pekali 
pantulan voltan masukan ( ), dan pekali pantulan  voltan keluaran  ( ) yang 
rendah dan nilai bunyi yang rendah. Untuk VCO, julat ayunan frekuensi adalah dari  
0.5 GHz hingga 2.2 GHz dengan saiz cip yang kecil,   dan kuasa keluaran yang 
tinggi. 
  
